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1. まえがきまえがきまえがきまえがき 

福島第一原子力発電所事故以来、原子炉内部の

状態を的確に把握するため、高い放射線耐性を有

した小型撮像素子の開発が急務となっている。

我々は耐放射線性小型撮像素子として CdTe 光電

変換膜を用いた FEA 撮像素子を提案している。

CdTe 膜は放射線検出用材料として用いられてい

るため、放射線耐性が高いことが期待されるが、

放射線の吸収係数が大きいため、放射線強度の大

きい環境下で撮像素子として用いた場合、ノイズ

が大きくなることが懸念される。我々はこれまで

に CdTe 膜厚が 6 µm 程度の CdTe/CdS 光電変換

膜のガンマ線照射下での I-V特性を評価し、逆バ

イアス電圧を増加するとガンマ線に対する感度

が増加することを明らかにした[1]。これは逆バイ

アスによる空乏層の増加が原因と考えらえる。こ

の原因の解明およびガンマ線吸収による電流の

低減を目的として CdTe 膜厚 2 µm 程度の

CdTe/CdS 光電変換膜を作製し、ガンマ線照射下

での I-V特性を評価したので報告する。 

 

2. 測定方法測定方法測定方法測定方法 

ガラス/ITO /n-CdS /p-CdTe/カーボン電極とい

う構造を有するCdS/CdTeフォトダイオードを作

製した。CdTe 層の厚さは約 2.2 µm である。I-V

測定にはソースメータ(2612B，ケースレー)を用

いて行った。ガンマ線の照射は京都大学原子炉実

験所 60Co ガンマ線照射装置を用いて実施した。

線源からの距離を変化させることでガンマ線線

量率を 0∼1.28 kGy/hの範囲で変化させた。 

 

3. 実験結果実験結果実験結果実験結果 

Fig.1 に CdTe 層厚が約 2.2 µm の場合の CdS/

CdTe フォトダイオードにおける電流密度のガン

マ線線量率依存性を示す。比較のために CdTe 層

厚が約 6.5 µmの場合の結果も示す。CdTe層厚が

約 6.5 µm の場合には逆バイアス電圧が増加する

にしたがい、ガンマ線に対する感度が増加してい

るのに対し、CdTe層厚が約 2.2 µmの場合には逆

バイアスによる感度の増加は観測されなかった。

これは CdTe 層厚が 2 µm 程度の場合には CdTe

層のほぼ全域が空乏層となっているためと考え

られる。また、CdTe層厚が約 2.2 µmの場合のガ

ンマ線に対する感度は約 6.5 µm の場合に比べて

小さくなった。このことより、CdTe 層の厚さを

薄くすることでガンマ線吸収による電流を低減

できることが確認できた。 
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Fig.1 Dependence of current density of 

CdS/CdTe photodiodes on absorbed 

dose rate of gamma-ray. 
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